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ILERI LINEER TUMDEVRE TASARIMI
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Yapilan hesaplari, elde edilen sonuglari, bunlarin yorumunu kapsamh bicimde iceren
bir rapor hazirlanacaktir. Hazirlanan rapor 27 Haziran 2001 Carsamba aksamina
kadar teslim edilecektir.

OTRA (Operational Transresistance Amplifier-islemsel gegis direnci kuvvetlendiricisi) tanim
bagintilar
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seklindedir, devre sembolii ve ilkesel gergeklestirme semast Sekil-1’de verilmistir. Tanim
bagintilar1 uyarinca giris uglar1 bir kisadevre elemani1 gibi davranmakta, bu girislerin
akimlarinin farki ile orantili bir ¢ikis gerilimi elde edilmektedir. OTRA yapisi, z ucu
kullanilmayan bir CDBA gibi de dustiniilebilir. Sekil-1’deki gerceklestirme topolojisi, 2 adet
ikinci kusak akim tasiyici ile kurulmaktadir. Cikista yer alacak birim kazangl ayirici kat i¢in
de tiglincii bir akim tasiyict kullanilmastir.

Bu ilkeden yararlanarak CMOS teknolojisi ile bir Islemsel Gegis Direnci Kuvvetlendiricisi
(OTRA) gergeklestiriniz. Bunun i¢in daha once Odevlerde olusturdugunuz DO-CCII
yapilarinin ana hatlarindan yararlanabilirsiniz.

a- Devredeki tranzistorlarin boyutlarini ve kutuplama akimlarini belirleyiniz.

SPICE simiilasyon programi yardimiyla devrenin

b- dc gecis karakteristigini ¢ikartiniz; Vz =f(Ip-1y).

c- Ry = vz/(ip-1,) gegis empedansinin frekansa bagimliligini inceleyiniz.

d-p, n ve z uglarindan igeriye dogru bakildiginda goériilen empedanslarin frekansla degisimini
inceleyiniz.

e- OTRA devresinin performans parametrelerini (dinamik araligi, band genisligi, u¢c emp. vb)
ayrica bir tablo halinde veriniz.

f-Tasarladigmiz devreyi Sekil-2’deki ornek devrede kullanarak paralel bir R-L benzetimi
devresi gerceklestiriniz, benzetim devresinin frekans egrisini SPICE programi yardimiyla
cikartiniz. Benzetimde Leg = 10mH, R4 33330hm alinacaktir. Bunun i¢in empedans ve fazin
frekansla degisimini hem ideal paralel R-L kombinezonu, hem de tasarladiginiz gergek
CMOS devre i¢in ¢ikartiniz.

g- Sekil-2’deki paralel endiiktans benzetimi devresinin  Sekil-1‘deki akim tasiyicili
gergeklestirilme devresi ile kurulmasi halinde, yapinin basitlesip basitlestirilemeyecegini
arastiriniz; basitlestirilebiliyorsa ortaya ne tiir bir devrenin ¢ikacagini belirtiniz.

h- Elde ettiginiz sonuglar1 yorumlayiniz.



Yararlanilabilecek NMOS ve PMOS model parametreleri:

.MODEL nb NMOS LEVEL=2 LD=0.414747U TOX=505.0E-10 NSUB=1.35634E16
+VTO=0.864893 KP=44.9E-6 GAMMA=0.981 PHI=0.6 UO=656 UEXP=0.211012
+UCRIT=107603 DELTA=3.53172 VMAX=100000 XJ=0.4U LAMBDA=0.0107351
+NFS=1E11 NEFF=1.001 NSS=1E12 TPG=1 RSH=9.925 CGDO=2.83588E-10
+CGS0O=2.83588E-10 CGBO=7.968E-10 CJ=0.0003924 MJ=0.456300
+CJSW=5.284E-10 MJSW=0.3199 PB=0.7 XQC=1

.MODEL pb PMOS LEVEL=2 LD=0.580687U TOX=432.0E-10 NSUB=1E16
+VTO0=-0.944048 KP=18.5E-6 GAMMA=0.435 PHI=0.6 UO=271 UEXP=0.242315
+UCRIT=20581.4 DELTA=4.32096E-5 VMAX=33274.4 XJ=0.4U
+LAMBDA=0.0620118 NFS=1E11 NEFF=1.001 NSS=1E12 TPG=-1 RSH=10.25
+CGDO=4.83117E-10 CGSO=4.83117E-10 CGBO=1.293E-9 CJ=0.0001307
+MJ=0.4247 CJISW=4.613E-10 MJSW=0.2185 PB=0.75 XQC=1
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Sekil-1 OTRA Devre Sembolii ve CCII+ ile gergeklestirilmesi
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Sekil-2 Paralel endiiktans benzetimi devresi, L paralel R




